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S-8473シリーズは、過電圧検出回路、充電電流制御回路、VBAT電圧検出回路、UVLO回路、高温 / 低温検出回路等で構成

されたワイヤレス給電の受電制御ICです。本ICは小型リチウムイオン二次電池への充電機能を備えています。 
 
 
 特長 

・電源電圧 : VDD = 2.2 V ~ 5.0 V 
・充電動作時消費電流 : ISS1 = 250 μA typ. 
・パワーダウン時VBAT端子消費電流 : IPDN = 1.0 μA max. 
・UVLO検出電圧 : VUVLO− = 2.0 V typ. 
・小型リチウムイオン二次電池への充電機能 

充電電流 : ILIM = 33 mA typ. 
プリチャージ電流 : IPRE = 3.3 mA typ. 
プリチャージ完了電圧 : 2.4 V ~ 3.4 V (50 mVステップ) 
充電完了電圧 : 4.0 V ~ 4.5 V (50 mVステップ) 
再充電開始電圧 : 3.6 V ~ 4.45 V*1 
短絡検出電圧 : 1.5 V ~ 2.0 V (50 mVステップ) 
充電タイマ機能 : 4.0時間経過後充電動作停止 (CCT = 4.7 nF) 
  CT端子に外付けコンデンサを接続することで時間設定可能 

・高温 / 低温保護機能 : TH端子にサーミスタを接続することで使用可能 
・状態表示機能 : STATUS端子に外付けLEDを接続することで使用可能 
  充電動作時 : 点灯 
  充電動作停止時 : 消灯 
  エラー検出時 : 点滅 
・動作温度範囲 : Ta = −40°C ~ +85°C 
・鉛フリー (Sn 100%)、ハロゲンフリー 

 
*1.  再充電開始電圧 = 充電完了電圧 − 充電ヒステリシス電圧 

(充電ヒステリシス電圧は、0.05 V ~ 0.40 Vの範囲内にて50 mVステップで選択可能) 
 
 

 用途

・ワイヤレスデバイス 
・小型ワイヤレス充電システム 
 
 

 パッケージ

・SNT-8A 
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 ブロック図 
 

 
備考 図中のダイオードは、すべて寄生ダイオードです。 

図1 
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 品目コードの構成 
 

1. 製品名 

 S-8473A  xx  -  I8T1  U 

環境コード 
 U : 鉛フリー (Sn 100%), ハロゲンフリー 

パッケージ略号とICの梱包仕様
*1 

 I8T1 : SNT-8A, テープ品 

追番
*2 
AA ~ ZZまで順次設定 

 

*1. テープ図面を参照してください。 
*2. "3.  製品名リスト" を参照してください。 

 
 

2. パッケージ 

表1  パッケージ図面コード 
パッケージ名 外形寸法図面 テープ図面 リール図面 ランド図面 

SNT-8A PH008-A-P-SD PH008-A-C-SD PH008-A-R-SD PH008-A-L-SD 
 
 
3. 製品名リスト 

表2 

製品名 充電電流 
[ILIM] 

充電完了電圧 
[VEND] 

再充電開始電圧 
[VRECHG] 

プリチャージ完了電圧

[VPREH] 
短絡検出電圧 

[VSHT] 

S-8473AAA-I8T1U 33 mA 4.2 V 4.0 V 3.0 V 2.0 V 
備考 上記以外の製品をご希望のときは、販売窓口までお問い合わせください。 
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 ピン配置図 
 

1.  SNT-8A 

 

7
6
5

8
2
3
4

1

Top view

 
 

図2 

 表3 
 端子番号 端子記号 端子内容 
 1 VDD 電源電圧端子 
 2 VBAT 充電用バッテリー接続端子 
 3 TH サーミスタ接続端子 
 4 STATUS 状態表示用出力端子 
 5 CT 充電タイマ設定用コンデンサ接続端子 
 6 WAKEUP WAKEUP入力端子 
 7 VSS GND端子 
 8 OUT 共振用FETゲートドライブ端子 
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 絶対最大定格 
 

表4 
(特記なき場合 : Ta = +25°C) 

項目 記号 適用端子 絶対最大定格 単位 
VDD端子 − VSS端子間入力電圧 VDD VDD VSS − 0.3 ~ VSS + 7.0 V 
VBAT端子 − VSS端子間入力電圧 VVBAT VBAT VSS − 0.3 ~ VSS + 7.0 V 
入力端子電圧 VIN TH, CT, WAKEUP VSS − 0.3 ~ VDD + 0.3 V 
出力端子電圧 VOUT STATUS, OUT VSS − 0.3 ~ VDD + 0.3 V 
許容損失 PD − 450*1 mW 
動作周囲温度 Topr − −40 ~ +85 °C 
保存温度 Tstg − −40 ~ +125 °C 
*1. 基板実装時 

[実装基板] 
(1) 基板サイズ  : 114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm 
(2) 名称  : JEDEC STANDARD51-7 

 
注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製品の劣

化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 
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図3  パッケージ許容損失 (基板実装時) 
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 電気的特性 
表5 

(特記なき場合 : VDD = VBAT = 4.5 V, Ta = +25°C) 
項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 

電源電圧 VDD − 2.2 − 5.0 V 
充電動作時消費電流 ISS1 VDD = VBAT = VWAKEUP = VEND − 0.1 V − 250 400 μA 
パワーダウン時VBAT端子消費電流 IPDN VWAKEUP = 0 V, VDD端子 = オープン − 0.1 1.0 μA 
充電動作完了時VDD端子電流 IEND1 VWAKEUP = VDD, VBAT = VEND + 0.1 V − 150 300 μA 
充電動作完了時VBAT端子電流 IEND2 VWAKEUP = VDD, VBAT = VEND + 0.1 V − 1.0 4.0 μA 
UVLO検出電圧 VUVLO− − 1.9 2.0 2.1 V 
UVLO解除電圧 VUVLO+ − 2.0 2.1 2.2 V 
OUT端子シンク電流 IOUTN VOUT = 0.5 V, VDD = VEND + 0.4 V 1.4 − − mA 
OUT端子ソース電流 IOUTP VOUT = VDD − 0.5 V, VDD = VEND + 0.2 V − − −1.4 mA 
WAKEUP端子入力電圧 "H" VSH − 1.5 − − V 
WAKEUP端子入力電圧 "L" VSL − − − 0.4 V 
WAKEUP端子入力電流 "H" ISH VWAKEUP = VDD − 35 70 μA 
WAKEUP端子入力電流 "L" ISL VWAKEUP = 0 V −0.1 − 0.1 μA 
WAKEUP端子入力切断遅延時間 tWUL − 40 85 130 ms 
VBAT端子Pchドライバオン抵抗 RONP VDD = VEND − 0.1 V − 4.0 6.0 Ω 
VBAT端子Pchドライバリーク電流 ILEAKP VWAKEUP = 0 V − − 1.0 μA 
充電電流しきい値 ILIM VDD = VEND − 0.1 V 29 33 37 mA 
プリチャージ電流 IPRE VDD = VEND + 0.4 V 2.9 3.3 3.7 mA 

プリチャージ完了電圧 VPREH − VPREH 

× 0.99 VPREH VPREH 

× 1.01 V 

充電完了電圧 VEND − VEND 
× 0.99 VEND VEND 

× 1.01 V 

過電圧検出電圧 VOVP VOVP = VEND + 0.3 V VOVP 
× 0.98 VOVP VOVP 

× 1.02 V 

過電圧解除電圧 VOVPR VOVPR = VEND + 0.2 V VOVPR 

× 0.98 VOVPR VOVPR 
× 1.02 V 

再充電開始電圧 VRECHG − VRECHG 

× 0.99 VRECHG VRECHG 

× 1.01 V 

短絡検出電圧 VSHT − VSHT 
× 0.98 VSHT VSHT 

× 1.02 V 

短絡解除電圧 VSHTH VSHTH = VSHT + 0.1 V VSHTH 
× 0.98 VSHTH VSHTH 

× 1.02 V 

STATUS端子Pchドライバオン抵抗 RONPST − − 20 30 Ω 
STATUS端子リーク電流 ISTPL VSTATUS = 0 V, VBAT = 0 V − 0.1 1.0 μA 
TH端子内部抵抗 RLIN − 72.79 80.88 88.97 kΩ 
TH端子高温保護検出電圧 VTSDH − 0.375 0.400 0.425 V 
TH端子高温保護解除電圧 VTSRH − 0.462 0.487 0.512 V 
TH端子低温保護検出電圧 VTSDL − 0.950 0.975 1.000 V 
TH端子低温保護解除電圧 VTSRL − 0.900 0.925 0.950 V 
充電タイマ用発振周波数 fOSC CCT = 4.7 nF 32.5 36.4 40.0 Hz 
STATUS端子点滅周期 tSW CCT = 4.7 nF 0.79 0.88 0.97 s 
STATUS端子点滅Duty DSW − 40 50 60 % 
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 測定回路 
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図4 
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 動作説明 
 

備考 " 標準回路" を参照してください。 
 

1. 基本動作 

1. 1 受電動作 

(1) WAKEUP端子入力電圧がWAKEUP端子入力電圧  "H" (VSH) 以上、かつ、電源電圧  (VDD) がUVLO解除

 電圧 (VUVLO+) 以上であれば、すべての内部回路の動作が開始され、VDDが過電圧検出電圧 (VOVP) に達す

 るまでOUT端子からVDDが出力 ("H" が出力) されます。 
(2) リチウムイオン二次電池への充電動作が開始されます。詳細は "1. 2 充電動作" を参照してください。 
(3) WAKEUP端子入力電圧が切断され、さらにVDDが低下していきます。 
(4) VDDがUVLO検出電圧  (VUVLO−) 以下になると、 ICはUVLO検出状態となります。UVLO検出状態では、

 UVLO回路以外のすべての内部回路の動作が停止され、OUT端子からVSSが出力 ("L" が出力) され、STATUS
 端子は "High-Z" になります。 
(5) WAKEUP端子入力電圧がWAKEUP端子入力電圧 "L" (VSL) 以下に低下し、WAKEUP端子入力切断遅延時間 
 (tWUL) 経過後、ICはパワーダウン状態になります。パワーダウン状態では、すべての内部回路の動作が停止さ

 れ、消費電流が大幅に抑えられます。また、OUT端子からVSSが出力され、STATUS端子は "High-Z" になりま

 す。 
 

 
 

*1. WAKEUP端子入力電圧がVSL以下に低下している時間がtWUL未満なら、ICは動作し続けます。 

図5 
 
備考 VSLとVSH、VUVLO+とVUVLO−には、入力電圧にノイズ等が発生することによる誤動作を防止するために、それぞ

れヒステリシス幅があります。 
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1. 2 充電動作 

電源電圧 (VDD) がVOVPに達するまでOUT端子からVDDが出力されます。VDDがVBAT端子電圧 (VBAT) + 0.6 V typ.を越

えると充電動作が開始されます。 

(1) プリチャージ動作 
VBATが短絡解除電圧 (VSHTH) 以上プリチャージ完了電圧 (VPREH) 未満の場合、プリチャージ動作が行われます。

プリチャージ動作時の充電電流はプリチャージ電流 (IPRE) になります。プリチャージ動作時、VDDがVOVP以上に

なるとOUT端子からVSSが出力され、VDDが過電圧解除電圧 (VOVPR) 以下になるとOUT端子からVDDが出力されま

す。 
(2) 通常充電動作 

VBATがVPREH以上充電完了電圧 (VEND) 未満の場合、通常充電動作が行われます。 
通常充電動作ではVDD端子 −  VBAT端子間に接続されるPchドライバはオンになり、VDD端子からVBAT端子へ

電流が流れます。充電電流が充電電流しきい値 (ILIM) 以上になるとOUT端子からVSSが出力され、充電電流がILIM

以下になるとOUT端子からVDDが出力されます。VBATがVEND以上になるとILIMが低下し、ICは充電動作を継続しま

す。ILIMはVBATがVENDに達するたびに、ILIM × 3/4、ILIM × 1/2、ILIM × 1/4、IPREの4段階で低下していきます。 
(3) 充電動作完了 

ILIMがIPREになってから、VBATがVENDに達した時点で充電動作完了となります。 
充電動作完了時Pchドライバはオフになり、VDDがVOVP以上になるとOUT端子からVSSが出力され、VDDがVOVPR

以下になるとOUT端子からVDDが出力されます。 

 

 
 

図6 
 

備考 充電動作完了後、VBATが再充電開始電圧 (VRECHG) まで低下すると、充電動作が再開されます。 
 

1. 3 短絡検出 

S-8473シリーズでは、電池の異常やショートなどによりVBATが低下した場合、充電動作が停止されます。VBATが短絡

検出電圧 (VSHT) 以下になると、充電動作は停止され、STATUS端子から"H" と "High-Z" が出力され、その動作は

STATUS端子点滅周期 (tSW) で繰り返されます。また、VDDがVOVP以上になるとOUT端子からVSSが出力され、VDDが

VOVPR以下になるとOUT端子からVDDが出力されます。VBATが上昇し、短絡解除電圧 (VSHTH) 以上になると、充電動作

が開始されます。 
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2.  充電タイマ機能 

S-8473シリーズでは、CT端子に外付けコンデンサを接続することにより充電タイマを設定することができます。

充電動作開始からプリチャージ動作終了までの時間を設定するプリチャージタイマと、充電動作開始から充電動作

終了までの時間を設定する充電完了タイマがあります。充電タイマのタイムアウトにより充電動作が停止し、ICは

充電タイムアウト状態になり、STATUS端子から"H" と "High-Z" が出力され、その動作はtSWで繰り返されます。

また、VDDがVOVP以上になるとOUT端子からVSSが出力され、VDDがVOVPR以下になるとOUT端子からVDDが出力さ

れます。 
ICをパワーダウン状態またはVDDをVUVLO−以下にすることで、充電タイムアウト状態をリセットできます。 
充電タイマはCT端子の容量値で決定される充電タイマ用発振周波数 (fOSC) に応じて、以下の式にてプリチャージ

タイマと充電完了タイマが設定できます。 
 

プリチャージタイマ : 1
fOSC [Hz] × 216 [s] 充電完了タイマ : 1

fOSC [Hz] × 219 [s] 

 
例えばCCT = 4.7 nFの場合、プリチャージタイマは約30分、充電完了タイマは約4.0時間の設定になります。 
fOSCは以下の式から求められます。 
 

fOSC [Hz]= 170.77
CCT [nF] 

 
外付けコンデンサ (CCT) は0.22 nF ~ 47 nFの範囲で選択し、CT端子とVSS端子の間に接続してください。 

 
3. 高温 / 低温保護機能  

TH端子に外付けサーミスタを接続すると、温度異常状態を防ぐことができます。 

3. 1 高温保護機能 

外付け部品の温度が上昇し、サーミスタの抵抗値が式(1)から求められる抵抗値 (RTH) まで低下すると、高温保

護状態になります。高温保護状態時、RTHが式(2)から求められる抵抗値まで上昇すると、充電動作が再開され

ます。 
 

 (1)  RTH [kΩ] = RLIN [kΩ] × VTSDH [V]
(1.2 − VTSDH [V])   (2)  RTH [kΩ] = RLIN [kΩ] × VTSRH [V]

(1.2 − VTSRH [V])  

 

3. 2 低温保護機能 

外付け部品の温度が低下し、RTHが式(3)から求められる抵抗値まで上昇すると、低温保護状態になります。低

温保護状態時、RTHが式(4)から求められる抵抗値まで低下すると、充電動作が再開されます。 
 

 (3)  RTH [kΩ] = RLIN [kΩ] × VTSDL [V]
(1.2 − VTSDL [V])   (4)  RTH [kΩ] = RLIN [kΩ] × VTSRL [V]

(1.2 − VTSRL [V])  

 
高温 / 低温保護状態では、充電機能と充電タイマ機能が停止され、CT端子はVSS電位となります。ただし、その間、

他の内部回路は動作しており、パワーダウン状態とは異なりますので注意してください。 
サーミスタはTH端子とVSS端子の間に接続してください。Ta = +25°C時、R = 100 kΩ (R25) のNTCサーミスタを推

奨します。例えば、R25、B25/50 (B定数 (25°C/50°C)) = 4250 KのNTCサーミスタを使用すると、約+45°Cで高温保

護機能、約0°Cで低温保護機能が作動します。 
高温 / 低温保護機能を使用しない場合は、100 kΩの抵抗を接続してください。 
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4. 状態表示機能 

S-8473シリーズは、STATUS端子に外付けLEDを接続することで動作状態を表示できます。 
充電動作時は、STATUS端子のPchドライバがオンし、STATUS端子から "H" が出力され、外付けLEDが点灯します。

充電動作停止時は、STATUS端子のPchドライバがオフし、STATUS端子は "High-Z" になり、外付けLEDが消灯し

ます。 
エラー検出時は、STATUS端子のPchドライバがオンとオフを繰り返します。また、STATUS端子から "H" と 
"High-Z" が出力され、その動作はtSWで繰り返され、外付けLEDが点滅します。 
状態表示機能を使用しない場合は、STATUS端子をオープンにしてください。 
 

表6 
状態 STATUS端子 外付けLED 

充電動作時 
プリチャージ動作 

"H" 点灯 
通常充電動作 

充電動作停止時 
パワーダウン状態 

"High-Z" 消灯 
充電動作完了 

エラー検出時 
短絡検出 

"H"↔"High-Z" 点滅 
充電タイムアウト状態 

高温 / 低温保護状態 保持*1 保持*1 
*1. 高温 / 低温保護機能が作動する前の状態を保持します。 
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 標準回路 
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図7 
 
注意 上記接続図および定数は、動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数

 を設定してください。 
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 注意事項 
 

・外付け抵抗やコンデンサ、ダイオード、FET等はできるだけICの近くに実装し、一点アースとなるようにしてくださ

い。 

・配線のインピーダンスが高い場合、共振回路や出力端子のスイッチングによるノイズが原因で動作が不安定になるこ

とがありますので、設計する際は実機にて十分な評価を行ってください。 

・本ICの許容損失は実装する基板のサイズ、材質などによって大きく変動します。設計する際は実機にて十分な評価を

行ってください。 

・本ICは静電気に対する保護回路が内蔵されていますが、保護回路の性能を越える過大静電気がICに印加されないよう

にしてください。 

・弊社ICを使用して製品を作る場合には、その製品での当ICの使い方や製品の仕様また、出荷先の国などによって当 
ICを含めた製品が特許に抵触した場合、その責任は負いかねます。 
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 諸特性データ (Typicalデータ) 
1. 消費電流 

1. 1  ISS1 − Ta 1. 2  IPDN − Ta 
VDD = 4.1 V, Ta = +25°C VBAT = 4.5 V 

400

−40 857550250−25

Ta [°C]

100

300

200IS
S

1
 [

μA
]

 

1.0

−40 857550250−25

Ta [°C]

0.0

IP
D

N
 [

μA
]

0.8

0.6

0.4

0.2

 
  

1. 3  IEND1 − Ta 1. 4  IEND2 − Ta 
VDD = 4.6 V, VBAT = 4.3 V VDD = 4.6 V, VBAT = 4.3 V 

400

−40 857550250−25

Ta [°C]

100

300

200IE
N

D
1
 [

μA
]

 

3.0

IE
N

D
2
 [

μA
]

−40 857550250−25

Ta [°C]

0.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

 
 

2. プリチャージ電流、充電電流しきい値 

2. 1  IPRE − Ta 
VDD = 4.6 V, VBAT = 2.9 V 

2. 2  ILIM − Ta 
VDD = 4.1 V 

4.0

IP
R

E
 [
m

A
]

−40 857550250−25

Ta [°C]

2.4

3.6

3.2

2.8

 

40

IL
IM

 [
m

A
]

−40 857550250−25

Ta [°C]

24

36

32

28
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3. UVLO検出 / 解除電圧、プリチャージ終了電圧、充電完了電圧、過電圧検出 / 解除電圧、 
再充電開始電圧、短絡検出 / 解除電圧 

3. 1  VUVLO− − Ta 3. 2  VUVLO+ − Ta 

2.10

V
U

V
L

O
− 

[V
]

−40 857550250−25

Ta [°C]

1.90

2.05

2.00

1.95

 

2.20

V
U

V
L

O
+ 

[V
]

−40 857550250−25

Ta [°C]

2.00

2.15

2.10

2.05

 
  

3. 3  VPREH − Ta 
VPREH = 3.0 V 

3. 4  VEND − Ta 
VEND = 4.2 V 

3.10

V
P

R
E

H
 [
V

]

−40 857550250−25

Ta [°C]

2.90

3.05

3.00

2.95

4.30

V
E

N
D
 [
V

]

−40 857550250−25

Ta [°C]

4.10

4.25

4.20

4.15

  
3. 5  VOVP − Ta 

VOVP = 4.5 V 

3. 6  VOVPR − Ta 
VOVPR = 4.4 V 

4.60

V
O

V
P
 [
V

]

−40 857550250−25

Ta [°C]

4.40

4.55

4.50

4.45

 

4.50

V
O

V
P

R
 [
V

]

−40 857550250−25

Ta [°C]

4.30

4.45

4.40

4.35

 
  

3. 7  VRECHG − Ta 
VRECHG = 4.0 V 

3. 8  VSHT − Ta 
VSHT = 2.0 V 

4.10

V
R

E
C

H
G
 [
V

]

−40 857550250−25

Ta [°C]

3.90

4.05

4.00

3.95

 

2.10

V
S

H
T
 [
V

]

−40 857550250−25

Ta [°C]

1.90

2.05

2.00

1.95
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3. 9  VSHTH − Ta 

VSHTH = 2.1 V 

 

2.20

V
S

H
T

H
 [
V

]

−40 857550250−25

Ta [°C]

2.00

2.15

2.10

2.05

 

 

 
4. 出力電流、充電用Pchドライバオン抵抗、STATUS端子Pchドライバオン抵抗 

4. 1  IOUTN − Ta 
VDD = 4.6 V 

4. 2  IOUTP − Ta 
VDD = 4.4 V 

10

−40 857550250−25

Ta [°C]

0

IO
U

T
N
 [
m

A
]

8

6

4

2

0

−40 857550250−25

Ta [°C]

−10

IO
U

T
P
 [
m

A
]

−2

−4

−6

−8

  
4. 3  RONP − Ta 

VEND = 4.2 V, VDD = 4.1 V 
4. 4  RONPST − Ta 

VDD = 4.5 V 
6.0

R
O

N
P
 [

Ω
]

−40 857550250−25

Ta [°C]

0.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

 

30
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O

N
P

S
T
 [

Ω
]
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0

25

20
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5. TH端子内部抵抗、TH端子高温保護検出 / 解除電圧、TH端子低温保護検出 / 解除電圧 

5. 1  RLIN − VDD 

Ta = +25°C 
5. 2  RLIN − Ta 

VDD = 4.5 V 

VDD [V]
5.0

70

90

85

80

75

4.54.03.53.02.52.0

R
LI

N
 [k

Ω
]

 

90

−40 857550250−25

Ta [°C]

70

85

80

75

R
L

IN
 [
k
Ω

]

 
  

5. 3  VTSDH − VDD 

Ta = +25°C 
5. 4  VTSDH − Ta 

VDD = 4.5 V 

VDD [V]
5.0

0.35

0.45

4.54.03.53.02.52.0

VT
SD

H
 [V

]

0.43

0.41

0.39

0.37
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Ta [°C]

0.35

0.45
V

T
S

D
H
 [
V

]
0.43

0.41

0.39

0.37

 
  

5. 5  VTSRH − VDD 

Ta = +25°C 
5. 6  VTSRH − Ta 

VDD = 4.5 V 

VDD [V]
5.0

0.43

0.53

4.54.03.53.02.52.0

VT
SR

H
 [V

]

0.51

0.49

0.47

0.45

 
−40 857550250−25

Ta [°C]

0.43

0.53

V
T

S
R

H
 [
V

]

0.51

0.49

0.47

0.45

 
  

5. 7  VTSDL − VDD 

Ta = +25°C 
5. 8  VTSDL − Ta 

VDD = 4.5 V 

VDD [V]
5.0

0.93

1.03

4.54.03.53.02.52.0

VT
SD

L [
V]

1.01

0.99

0.97

0.95

 
−40 857550250−25

Ta [°C]

0.93

1.03

V
T

S
D

L
 [
V

]

1.01

0.99

0.97

0.95
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5. 9  VTSRL − VDD 

Ta = +25°C 
5. 10  VTSRL − Ta 

VDD = 4.5 V 

VDD [V]
5.0

0.88

0.98

4.54.03.53.02.52.0

VT
SR

L [
V]

0.96

0.94

0.92

0.90

 
−40 857550250−25

Ta [°C]

0.88

0.98

V
T

S
R

L
 [
V

]

0.96

0.94

0.92

0.90

 

 
6. 充電タイマ用発振周波数、STATUS端子点滅周期 

6. 1  fOSC − VDD 
CCT = 4.7 nF, Ta = +25°C 

6. 2  fOSC − Ta 
CCT = 4.7 nF, VDD = 4.5 V 

VDD [V]
5.0

30

45

4.54.03.53.02.52.0

fO
SC

 [H
z] 40

35

 
−40 857550250−25

Ta [°C]

30

45
fO

S
C
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H

z
] 40

35

 
  

6. 3  tSW − VDD 
CCT = 4.7 nF, Ta = +25°C 

6. 4  tSW − Ta 
CCT = 4.7 nF, VDD = 4.5 V 

VDD [V]
5.0

0.7

1.1

1.0

0.9

0.8

4.54.03.53.02.52.0

tS
W

 [s
]

 
−40 857550250−25

Ta [°C]

0.7
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 [
s
]
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